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Recenzja w sprawie postepowania habilitacyjnego dr Renaty Ratajczak w
dziedzinie nauk $cistych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne.

Przedstawiona przez mnie recenzja osiggni¢cia naukowego wraz z oceng aktywnosci naukowe;j
dr Renaty Ratajczak oparta jest 0 nast¢pujace dokumenty, przygotowane przez Habilitantke:

e Kkopia dokumentu potwierdzajgcego uzyskanie stopnia doktora,

e dane dr Renaty Ratajczak,

e autoreferat,

e wykaz osiggni¢¢ naukowych, stanowigcych znaczny wktad w rozwoj dyscypliny nauki

fizyczne,

e o0s$wiadczenia wspolautorow,

e Kopie publikacji stanowigcych podstawe postepowania habilitacyjnego.
Stwierdzam, ze dokumenty te spetniajg wymogi formalne zgodnie z Art. 219 Ustawy z dnia 20
lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce (Dziennik Ustaw 2018 poz. 1668), ze
zmianami (Dziennik Ustaw 2023 poz. 212).

1. Informacje ogolne

Dr Renata Ratajczak jest absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w r. 1997 uzyskata
dyplom Licencjata Fizyki w Nauczycielskim Kolegium Fizyki a nastepnic w r. 1999 na
Wydziale Fizyki obronila prace magisterskg zatytulowang ,,Badania strukturalne warstw
defektowych azotku galu metodami mikroanalizy jadrowej”. W r. 2011 uzyskala stopien
Doktora Nauk Fizycznych za prace doktorska zatytutowang ,,Analiza struktur defektowych w
heterostrukturach wybranych zwiazkow potprzewodnikowych III-V” w Instytucie Badan
Jadrowych im. A. Softana (obecnie narodowym Centrum Badan Jadrowych, NCBJ).
Promotorem tej pracy byt prof. dr hab. Andrzej Turos, ktory jest §wiatowym specjalista w
dziedzinie badan potprzewodnikéw metodg implantacji jonow (Rutherford Back Scattering -
RBS oraz Nuclear Reaction Analysis - NRA). Prof. Turos jest autorem opracowania metod
analizy widm kanalowania jonéw (RBS/C) metodg symulacji komputerowych
wykorzystujacych metode Monte Carlo (McChasy). Dziatalno§¢ naukowa dr Ratajczak od
chwili gdy prof. Turos zostat promotorem w postgpowaniu doktorskim do chwili obecnej oparta
na wspotpracy z prof. Turosem i jego zespotem (por. prezentacje www.ncbj.gov.pl > sites » default >
files> mcchasy) skupia si¢ gtownie na badaniu wplywu implantacji jonow na wlasciwosci
polprzewodnikéw 1 struktur pélprzewodnikowych. Zatem osiggniecia  dr Ratajczak
niewatpliwie sg rezultatem wieloletniej, owocnej wspoltpracy z prof. Turosem. Dr Ratajczak
od roku 2000 do chwili obecnej jest zatrudniona w NCBJ, gdzie zajmowata kolejno stanowisko
Fizyka (w latach 2000-2006), Specjalisty badawczo-technicznego (w latach 2006-2011) a od
roku 2011 jest zatrudniona na etacie adiunkta. Ponadto w latach 2015-2016 byta zatrudniona
na stanowisku Fizyka w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk (IF PAN) w Oddziale Fizyki
1 Technologii Potprzewodnikoéw Szerokoprzerwowych.

2. Ocena cyklu powiagzanych tematycznie artykulow naukowych.
Dr Ratajczak jako osiggniecie naukowo-badawcze, ktore stanowi podstawe starania si¢ o
stopien doktora habilitowanego przedtozyta cykl 9 wieloautorskich artykutow naukowych (Al-
A9) zatytutowany ,,Opracowanie warunkow optymalnego domieszkowania i wygrzewania oraz



metod kompleksowej analizy tlenku cynku implantowanego jonami metali ziem rzadkich na
poczet przyszlych zastosowan w urzadzeniach optoelektronicznych” oraz patentu,
zatytulowanego ,,Sposob domieszkowania tlenku cynku (ZnO) jonami pierwiastkow ziem
rzadkich”. Artykuty zostaly opublikowane w latach 2017-2023 a patent zostat przyznany w r.
2019, a zatem w okresie po uzyskaniu stopnia doktora w r. 2011. Wszystkie wymienione wyzej
artykuty zostaty opublikowane w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej: po jednej publikacji
w Applied Surface Science (A1), Journal of Applied Physics (A3), Materials (A4), Materials
Science and Engineering B (A6) i Physica Status Solidi (B) (A2), po dwie publikacje w Physica
Status Solidi (A) (A7,A8), oraz Thin Solid Films (A5, A9). Impact factor tych publikacji
zawiera si¢ w granicach 1,45-6,7, co Swiadczy o wysokim poziomie prac. Dr Ratajczak
deklaruje swoj udzial w powstaniu tych prac na poziomie 25%-70%. Minusem
przedstawionego cyklu jest fakt, ze wszystkie prace sg wicloautorskie (od 6-13 wspotautorow)
ale w pieciu z nich dr Ratajczak jest pierwszg wspotautorka, w trzech i w przypadku patentu —
druga wspoétautorkg a w jednej — trzecig. Nalezy domniemywac, ze dr Ratajczak odgrywata
jednak dominujacg role w powstaniu tych publikacji, jesli w kazdym przypadku deklaruje, ze
jej wkilad w powstanie tych prac polegat ,,na opracowaniu koncepcji oraz autorskiego
scenariusza badan bowiem kierowata badz wspotkierowata projektami badawczymi, w ramach
ktorych badania bedgce tematem tych prac zostaly przeprowadzone” (zal. Nr 3, Omoéwienie
wktadu w poszczegdlne artykuly wchodzace w sklad osiggnigcia). Ta deklaracja zostala
potwierdzona poprzez wickszo$¢ wspodtautorow (zat. Nr 5). Nalezy jednak zauwazy¢, ze w zal.
Nr 5 brakuje niektorych podpiséw a dotyczy to autoroOw zagranicznych.

Ponizej odniose si¢ do opisu osiggnig¢ zawartego w zat. Nr 3, pp. IV. Nalezy zwroci¢ uwage,
ze dr Ratajczak redagujgc Autoreferat nie zadbata o poprawnos¢ jezykowa (w wersji polskiej).
Pojawia si¢ bardzo duzo bledow jezykowych (gltownie literdéwki) ale jest tez jeden
merytoryczny: autorka odwotuje si¢ wiclokrotnie do publikacji C22, podczas gdy w
rzeczywisto$ci chodzi zapewne o publikacje C23. Jak deklaruje dr Ratajczak, publikacja ta ma
kluczowe znaczenie, poniewaz publikacje A1-A9 stanowig kontynuacje i rozszerzenie badan,
ktore sg w niej opisane. W Autoreferacie autorka zwraca uwage, ze celem badan miato by¢
m.in. sprawdzenie jak efekt implantacji jonow ziem rzadkich (RE) w ZnO zalezy od rodzaju
materiatu wyjSciowego. W pracach A2, A3 oraz w pracy C23 badano krysztaty objetosciowe
Zn0 podczas gdy pozostate badania odnosza si¢ do warstw epitaksjalnych ZnO otrzymanych
technikg ALD. Te ostatnie zostaly wyhodowane dzieki wspolpracy z zespotem prof. Elzbiety
Guziewicz z IF PAN. Zatem mozna bylo sprobowac¢ odpowiedzie¢ na pytanie, czy rodzaj
materialu wyjsciowego wpltywa na efekt dziatania implantacji jonami RE. Niestety nie
znalaztam w zadnej z publikacji A1-A9 komentarza/odpowiedzi na to pytanie.

W pracach Al-A9 najobszerniej opisany jest wptyw implantacji ZnO jonami Yb. Wyniki
dotyczace tych jonow zawarte sa we wszystkich ww. pracach poza A2, gdzie badany byt wptyw
implantacji jonami Er oraz A9 — w tym przypadku analizowano efekt implantacji jonami Pr. W
pracach A6 i A7 badano ZnO implantowane poza Yb jonami Dy i Pr.

Z kolei zgodnie ze stwierdzeniem dr Ratajczak w prezentowanych pracach wskazanych jako
osiggnigcie naukowe przeprowadzono szczegétowa analize m.in. odnos$nie wplywu na
zdefektowang strukture ZnO rodzaju implantowanych jonow (Yb, Er, Pr, Dy), wielkosci dawki
I energii implantowanych jonéw oraz — najobszerniej - sposobu wygrzewania po implantacji
(szybkie, wolne, w r6znych temperaturach 1 w r6znej atmosferze). Ze wzgledu na potencjalne
zastosowanie ZnO domieszkowanego jonami RE w optoelektronice, szczegodlnie duzo uwagi
poswiecono optymalizacji procesu wygrzewania aby osiggna¢ aktywacje optyczng domieszek
RE. Badania byly prowadzone gléwnie metoda RBS/C, w ktorych dr Ratajczak
wyspecjalizowata si¢ w przeciggu kilkunastu lat wspotpracy z grupg prof. Turosa. Ponadto w
wigkszosci prac prezentowane sg rowniez wyniki pomiaréw fotoluminescencji (PL). Pomiary
RBS/C byly wykonywane we wspotpracy z naukowcami z lon Beam Center Helmholtz-



Zentrum Dresden-Rossendorf (IBC HZDR) w Niemczech za$ pomiary PL we wspotpracy z
zespotem Department of Semiconductor Materials HZDR. Pomiary elektryczne byty
prowadzone we wspoltpracy z grupg prof. E. Guziewicz z IF PAN w Warszawie. Interpretacja
wynikow RBS/C zostata oparta o symulacje przy uzyciu wspomnianego wczesniej programu
McChasy, autorstwa prof. Turosa. Analiza wynikéw eksperymentalnych przy pomocy tego
programu pozwolila na rozréznienie wktadu do widm pochodzacych od defektow prostych i
zlozonych.

Pokrotce wymieni¢ najwazniejsze w mojej opinii osiggnigcia przedstawione w pracach A1-A9.
Prace A1,A2 mialy na celu ustalenie jak przebiega proces akumulacji defektow w ZnO
domieszkowanym jonami RE. Na podstawie analizy widm RBS/C metoda McChasy
ostatecznie potwierdzono, ze scenariusz transformacji defektow przebiega zgodnie z modelem
zaproponowanym juz wczesniej w pracy C23. Wedhug tego modelu, atomy przemieszczone na
skutek kolizji poruszaja si¢ wolniej anizeli luki. Atomy migrujg poza obszar kolizji, gdzie tacza
si¢ w petle podstawne, widoczne w RBS/C jako atomy rozmieszczone losowo (RDA) natomiast
szybsze luki przemieszczajg si¢ dalej i sg zrodtem defektow typu dyslokacje (DIS) — tworza
petle pryzmatyczne. Przemieszczanie si¢ defektow wynika z naprezen rozciggajacych sieci
(A2), ktore rosnie wraz ze wzrostem dawki jonow. Wyznaczono dawke krytyczng powyzej
ktorej nastepuje odksztalcenie plastyczne (1,5x10%° jonéw RE/cm?) przy czym okazalo sig,
ze dawka ta jest niezalezna od rodzaju jonéw. Ta konkluzja byta mozliwa dzigki zastosowaniu
dodatkowej techniki pomiarowej — XRD, we wspotpracy z naukowcami z Instituto Superior
Tecnico, Uniwersytetu w Lizbonie, Portugalia. Ponadto w pracy Al zaobserwowano, ze
powyzej dawki krytycznej nastepuje spadek luminescencji z pozioméw energetycznych
implantowanych jonow i ze jest on skorelowany ze wzrostem rezystancji ZnO. To tzw. gaszenie
koncentracji swobodnych nos$nikow wyjasniono spadkiem ilosci jonow RE w pozycji
migdzyweztowej przy duzych dawkach implantowanych jonow. Taki wniosek byt mozliwy
dzigki wczesniejszym rezultatom przedstawionym w pracy AS, w ktorej zaprezentowano
wyniki pomiarow RBS/C oraz efektu Halla warstw ZnO implantowanych Yb. Analiza tych
pomiardw pozwolita na konkluzj¢, ze luminescencje z poziomoéw domieszek RE mozna
obserwowa¢ gdy jony RE znajdujg si¢ w pozycjach miedzyweztowych a aktywacja optyczna
jest mozliwa dopiero po zapewnieniu odpowiednich warunkéw wygrzewania po implantacji

jonéw.
W pracach A3 i A4 przedstawiono wspomniang wczesniej szczegbtows analize parametrow
implantacji i wygrzewania w celu uzyskania optymalnej luminescencji z poziomow

implantowanych jonow. W tym celu oprocz techniki RBS/C i PL (A3) zastosowano technike
mapowania EDS, dostepng w NCBJ oraz obrazowania AFM, we wspotpracy z IF PAN (A4).
Warta podkreslenia jest duza ilo$¢ danych eksperymentalnych, ktére zostalty szczegotowo
przeanalizowane 1 pozwolily na ustalenie optymalnych warunkow procesu implantacji i
wygrzewania. [ tak stwierdzono, zZe optymalne warunki zapewniaja: dawka
niskoenergetycznych jonow (150keV) ponizej ustalonego juz wczesniej progu deformacji
plastycznej (1,5x10° jonow RE/cm? ) oraz wygrzewanie w atmosferze tlenu w temp. 800°C
przez 10 minut. Z kolei w pracy A8 (r. 2018) i P1 (r. 2015) w poszukiwaniu optymalnego
sposobu aktywacji optycznej jonow RE zastosowano metode sekwencyjnego wygrzewania
ZnO po implantacji jonami Yb. Technika wydala si¢ obiecujaca, ale w zadnej z pdzniejszych
prac nie powtorzono tego sposobu wygrzewania.

W pracy A6 prezentowane sg wyniki badan technika RBS/C oraz metodami elektrycznymi
warstw ZnO implantowanych réznymi jonami: Yb, Dy i Pr w funkcji dawki jondéw oraz r6znych
warunkéw wygrzewania. M.in. potwierdzono, ze wygrzewanie powoduje odnowienie
struktury krystalicznej ale tak jak w przypadku Yb (prace Al i A2) tylko dla dawek nie
przekraczajacych w.w. granicy deformacji plastycznej. Rowniez w pracy A7 badano technika
RBS/C oraz PL epiwarstwy ZnO implantowane roznymi jonami: Yb, Dy 1 Pr. Z analizy



otrzymanych rezultatow wynika, ze proces ucieczki jonow na powierzchni¢ ZnO podczas
wygrzewania po implantacji, ktory jest procesem niepozadanym gdyz prowadzi do wygaszania
luminescencji, jest zalezny od rodzaju jonéw. To wazny wynik z punktu widzenia wyboru
jondéw domieszek RE dla zastosowan w optoelektronice.

Praca A9 zawiera wyniki dla ZnO implantowanego jonami Pr. W pracy potwierdzono
aktywacje optyczng jondw po wygrzewaniu zarowno wolng (RTP) jak i szybka (FLA) technika.
Wymienione prace zawierajg bogaty materiat doswiadczalny, szczegdétowa analize i1 dyskusje
otrzymanych wynikow jak rowniez propozycje modeli wyjasniajacych obserwowane
zaleznosci. Wnoszg istotny wktad w zrozumienie zjawisk zwigzanych z oddzialywaniem
implantowanych jonéw RE z matrycg ZnO. Konkludujac stwierdzam, ze cykl artykutow Al-
A9 jak i patent P1 sg powigzane tematycznie, dotyczg bowiem efektow implantacji ZnO jonami
pierwiastkow ziem rzadkich spelniajg zatem wymagania art. 219 ust.1. pkt 2.b ustawy.

3. Ocena aktywnosci naukowej
Oceny aktywnos$ci naukowej dokonalam na podstawie zal. Nr 4 Autoreferatu dr Renaty
Ratajczak. Numeracja podpunktéw zgodna z dokumentem zatytulowanym ,,Wykaz osiggni¢¢
naukowych lub artystycznych” na stronie RDN.

1.4.

Dorobek naukowy Habilitantki obejmuje 75 prac opublikowanych w czasopismach o zasiegu
miedzynarodowym, z czego 36 ukazato si¢ po obronie pracy doktorskiej w r. 2011. Prace
oznaczone B10-B14 zostaly wybrane przez dr Ratajczak jako publikacje powigzane z tematyka
wskazanego osiggniecia. Pomimo tego, ze dr Ratajczak na liScie wspotautorow widnieje na
dalszych pozycjach (poza B10 gdzie jest wymieniona jako druga wspoétautorka), nalezy
domniemywac¢, ze jej wkitad byt istotny, poniewaz podobnie jak w przypadku cyklu prac
Habilitantka deklaruje: ,,m6j wudzial polegal na opracowaniu koncepcji, bowiem
wspotkierowatam lub kierowatam projektem badawczym w ramach ktorego badania bedace
tematem tych prac byly przeprowadzone”. W artykutach B10-B14 opisano m.in. wyniki badan
strukturalnych ZnO implantowanego jonami RE (Yb i Dy) przy uzyciu takich technik jak
rentgenowska spektroskopia absorpcyjna (XAS — wspolpraca z SOLARIS, Krakéw) i
rezonansowa spektroskopia fotoemisyjna (RPES — wspotpraca z Elettra, Triest, Wiochy).
Pozostale publikacje wieloautorskie (oznaczone w zal. Nr 4 C15-C36), ktére powstaty po
doktoracie, dotyczyly w znakomitej wiekszosci badania materiatow potprzewodnikowych
poddanych procesowi implantacji jonéw, przy pomocy techniki RBS/C, w ktérej dr Ratajczak
si¢ specjalizuje.

1.7

Habilitantka ma na swoim koncie 39 wystapien konferencyjnych po obronie doktoratu, przy
czym w 14 z nich uczestniczyta osobiScie, jedno wystapienie stanowit referat zaproszony.
Wszystkie konferencje byty konferencjami o zasiegu miedzynarodowym. Jest to wynik
zadowalajacy, potwierdzajacy aktywnos$¢ naukowa dr Ratajczak.

1.8
W r. 2018 dr Ratajczak brata udziat w pracy Komitetu Organizacyjnego konferencji
migdzynarodowe;.

1.9

W latach 2013-2023 dr Ratajczak uczestniczyta w realizacji dziewigciu projektow naukowo-
badawczych finansowanych w drodze konkurséw krajowych, w tym sze$¢ razy w charakterze
kierownika 1 trzy razy jako wykonawca. Cztery z dziewigciu realizowanych projektow



finansowane przez MEIN dotyczg tematyki rozprawy habilitacyjnej i w kazdym z nich dr
Ratajczak pehi/petnita role kierownika. Sg to projekty mie¢dzynarodowe gdzie w trzech
partnerem jest/byt HZDR a w jednym Katholieke Universiteit Leuven (KUL), Belgia. Ponadto
w latach 2015-2023 Habilitantka ztozyta dziesie¢¢ wnioskow do HZDR o dostep do
akceleratora jonow, gdzie 7 wnioskow dotyczylo ZnO, byto zatem zwigzane z tematyka
rozprawy. Wszystkie wnioski zostaly rozpatrzone pozytywnie. Habilitantka wspotpracuje
réwniez z Universite Paris-Seclay — Campus d’Orsay, gdzie realizowane sg badania materiatow
tlenkowych a w Polsce poza wspolpraca z IF PAN wspolpracuje z takimi instytucjami
badawczymi jak ITE, ICHTJ, UNIPRESS oraz z Wydziatem Fizyki UW. W r. 2023 dr
Ratajczak zostata beneficjentkg grantu OPUS23, w ktorym pelni rolg kierownika. Opiewa on
na dofinansowanie w kwocie 2 371 400 zt. Nalezy dodaé, ze wcze$niej dr Ratajczak czynita
starania w celu pozyskania finansowania badan, sktadajac rokrocznie w latach 2018-2021
whniosek 0 przyznanie grantu Sonata Bis. Podsumowujgc, nalezy zauwazy¢ rzadko spotykang
aktywno$¢ Habilitantki w pozyskiwaniu dostepu do aparatury i finansowania badan. Ponadto
istotna jest rowniez szeroka wspotpraca z wieloma osrodkami w Polsce 1 zagranicg. Wieloletnia
wspolpraca z HZDR oraz IF PAN $wiadczy o umiejetnosci utrzymywania poprawnych
kontaktow, gwarantujacy dalszy rozwdj Habilitantki.

.11
Dr Ratajczak odbyla szereg stazy w okresie po obronie pracy doktorskiej:
e rokrocznie w latach 2015-2023 odbywata 2-3 tygodniowe staze w Department of
Semiconductor Materials, HZDR (dostep do czasu na wigzce jonow),
e 5-tygodniowy pobyt w HZDR (szkolenie ze spektrometrii Ramana),
e dwa tygodniowe pobyty w KUL Belgia w latach 2013-2014 (dostep do czasu na wigzce
jondw),
e trzydniowy pobyt w Elettra Sincrotrone Triest Wiochy, pomiary EXAFS w r. 2015,
e W latach 2015-2016 zatrudnienie na czes¢ etatu w IF PAN w Warszawie w Zakladzie
Fizyki i Technologii Pétprzewodnikow.
Nalezy zaznaczy¢, ze odbyte staze i wspotpraca naukowa z o$rodkami w kraju i zagranicg
pozwolily jej na poznanie innych technik pomiarowych (m.in. spektroskopia Ramana, PL,
pomiary elektryczne, EXAFS, XRD) poza technikg RBS/C, w ktorej si¢ specjalizuje.
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Pewien niedosyt budzi fakt, ze Habilitantka nie jest dobrze rozpoznawana na szerszym forum,
skoro nie zostata do tej pory powotana na recenzenta prac naukowych jak réwniez nie wchodzi
w sktad gremiow oceniajacych czy to dzialalnos¢ badawczg czy dydaktyczng.

.3

Uzyskanie patentu w dyscyplinie Fizyka nie jest latwe, dr Ratajczak wraz ze
wspolpracownikami si¢ to udato — jest drugag wspotautorka patentu nr 232774 (2019) ,,Sposob
domieszkowania tlenku cynku (ZnO) jonami pierwiastkow ziem rzadkich”. Zgloszenie
patentowe nr. P.413924 z dnia 2015-09-11.

v

W Tabeli przedstawionej w zat. Nr 4 Autoreferatu zawarto dane naukometryczne, z ktérych
wynika zadowalajacy wynik sylwetki naukowej Habilitantki. Liczba publikacji ogotem 75 a po
uzyskaniu tytutu doktora — 36. IF publikacji ogotem 112,728 a po doktoracie 75,975. Liczba
cytowan ogotem 737 - po doktoracie 296. Indeks Hirscha =15.

4. Wyrdéznienia



Habilitantka w r. 2023 otrzymata wyrdznienie Rady Naukowej NCBJ za osiggni¢cia naukowe
wr. 2022. Wczesniej otrzymata wyrdznienie tego samego gremium za badania zawarte w pracy
doktorskiej. Ponadto w r. 2018 zostata wyrdzniona na sympozjum kategoryzujacym przez
szefa IBC HZDR w uznaniu duzej liczby pozytywnie ocenionych wnioskow.

5. Orsiagniecia dydaktyczne i organizatorskie

W ostatnich latach (2017-2018 i 2020) opiekowata si¢ dwiema osobami realizujgcymi praktyki
studenckie w NCBJ oraz byla promotorka jednej pracy licencjackiej.  Nie jest to wynik
imponujacy, ale zapewne jest $ci$le zwigzany z faktem zatrudnienia w jednostce naukowo-
badawczej. Z kolei warte zauwazenia jest zaangazowanie Habilitantki w opieke¢ naukowsg nad
dwiema pracami doktorskimi, przy czym w jednej z nich petni role promotora pomocniczego.
Ponadto w latach 2001-2008, przed doktoratem, dr Ratajczak angazowala si¢ w organizacje¢
wydarzen popularyzujacych fizyke.

6. Podsumowanie

Dr Renata Ratajczak jest specjalistka w dziedzinie badan materialow potprzewodnikowych
implantowanych jonami ziem rzadkich przy pomocy techniki RBS/C. Potwierdza to
przedstawiony cykl monotematycznych artykutow A1-A9 wraz ze zgloszeniem patentowym
P1 przedtozone jako podstawa do starania si¢ o stopien doktora habilitowanego jak rowniez
pozostate 26 publikacji, ktore powstaty po obronie pracy doktorskiej w r. 2011. Wyniki zawarte
w publikacjach wnoszg istotny wktad w zrozumienie oddzialywania implantowanych jonow z
macierzystym materialem. Prace sktadajace si¢ na cykl monotematyczny maja nie tylko
znaczenie poznawcze ale s3 réwniez istotne z punktu potencjalnego zastosowania ZnO
implantowanego jonami RE w optoelektronice. Wszystkie publikacje sa wieloautorskie, jednak
jak wynika z przedstawionych dokumentow, wydaje si¢ by¢ oczywistym, ze dr Ratajczak byta
inicjatorkg tych badan i wniosta znaczacy wktad do ich zawarto$ci. Nalezy zauwazy¢ rosngca
aktywno$¢ naukowg Habilitantki wraz z uplywem czasu. Zostalo to dostrzezone przez
srodowisko naukowe w postaci grantu NCN, ktory zostat jej przyznany w ubieglym roku. Na
szczegblne wyrdznienie zastuguje aktywnos¢ dr Ratajczak w organizacji dostgpu do aparatury
badawczej poprzez efektywne pozyskiwanie zrodet finansowania na ten cel. Rowniez szeroka
wspolpraca z osrodkami badawczymi w kraju 1 za granicg jest warta podkreslenia.
Zaowocowala ona nie tylko licznymi publikacjami ale spowodowata istotne wzbogacenie
wachlarza technik eksperymentalnych, ktére Habilitantka opanowata.

Podsumowujac stwierdzam, ze Dr Renata Ratajczak w pelni spetnia wymogi zwigzane z
uzyskaniem stopnia doktora habilitowanego. W zwiazku z tym zgodnie z Art. 219 Ustawy z
dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce (Dziennik Ustaw 2018 poz.
1668), ze zmianami (Dziennik Ustaw 2023 poz. 212) wnioskuje do Rady Naukowej
Narodowego Centrum Badan Jadrowych o0 dopuszczenie dr Renaty Ratajczak do dalszego
postepowania w celu nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk $cistych 1
przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne.

Prof. dr hab. Ewa Popko
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